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Al (21)354740 (22)20020626  7(51) HOIL 21/02

(71) AMMONO Sp. z 0.0., Warszawa; NICHIA
CORPORATION, Anan-Shi, JP

(72) Dwilinski Robert; Doradzinski Roman;
Garczynski Jerzy; Sierzputowski Leszek P.;
Kanbara Yasuo, JP

(54) Podloze do epitaksji

(57) Przedmiotem wynalazku jest podtoze do epitaksji, zawie-
rajgce monokrystaliczng warstwe azotkowg wytworzong poprzez
boczne narastanie azotku pierwiastkéw grupy Xl (IUPAC, 1989)
w srodowisku nadkrytycznego roztworu zawierajagcego amoniak,
na wielu odpowiednio oddalonych od siebie powierzchniach roz-
mieszczonych na podtozu pierwotnym, podatnych na boczne na-
rastanie azotkow. Azotek tworzacy warstwe monokrystaliczng
ma korzystnie wzor ogélny AlGai,,InN, gdzie Osx+y<1, za$
0<x<1i0=y<1, a w szczegdlnosci jest azotkiem galu — GaN. Korzy-
stnie podioze pierwotne uksztattowane jest z krystalicznego azo-
tu pierwiastkow grupy XllI, zwtaszcza z krystalicznego azotku
galu — GaN badz wytworzone z materiatu krystalicznego, takiego
jak szafir, spinel, ZnO, SiC lub Si, przy czym materiaty reagujace
z nadkrytycznym roztworem zawierajgcym amoniak pokryte sg
przed wytworzeniem monokrystalicznej warstwy azotkowej, przy-
najmniej na jednej stronie, warstwg ochronng, korzystnie azotku
pierwiastkéw grupy XllIl. W podtozu do epitaksji monokrystaliczna
warstwa azotkowa, wytworzona w wyniku bocznego narastania
w temperaturze nizszej niz 600°C, ma grubosé powyzej 1 pm,
korzystnie powyzej 10 um, przy czym ze wzrostem grubosci ja-
kos¢ tej warstwy jest taka sama lub lepsza.

(11 zastrzezen)
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(71) Politechnika Wroctawska, Wroctaw
(72) Znamirowski Zbigniew; Pawtowski Lech, FR

(54) Sposob wytwarzania polowego emitera
elektronow i polowy emiter elektronéw

(57) Sposdb polega na tym, ze na podtozu (1) poprzez na-
Swietlanie wigzka Swiatta laserowego wykonuije sig relief powierz-
chni z przetopionym materiatem (2). Proces naswietlania wigzkg
Swiatta laserowego prowadzi sie tak, ze w przetopionym materia-
le (2) wytwarza sie faze krystaliczng. Polowy emiter na poditozu
(1) ma relief powierzchni w postaci obszaréw z przetopionym ma-
teriatem (2) z fazg krystaliczna.

c

(10 zastrzezen)
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(75) Hodorowicz Stanistaw Andrzej, Krakow;
Habdank Wojewddzki Tadeusz, Krakéw;
Habdank Wojewddzki Seweryn, Oswigcim

(54) Sposéb wytwarzania ukladow
wielowarstwowych

(57) Sposob polega na naktadaniu na podtoze past izolacyj-
nych, przewodzacych, sensorowych i rezystywnych i utwardza-
niu kazdej z nich z osobna, kilku lub wszystkich w temperaturze
do 500°C w czasie od 4 do 20 minut. Podtoze posiada odpornosé
na dziatanie temperatury wszystkich proceséw utwardzania
i wykonane jest korzystnie z tworzyw organicznych, zwtaszcza
fenolowo — formaldehydowych, epoksydowych, poliestrowych,
poliestrowo — amidowych, silikonowych i ich kopolimeréw lub
mieszanin, jako laminaty, zwlaszcza na osnowie tkaniny szklane;j.
Podtoze moze by¢ ewentualnie wykonane z metalu (1), w tym
stopéw metali, pokrytego warstwg elektroizolacyjna.

(4 zastrzezenia)
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(71) AMMONO Sp. z 0.0., Warszawa; NICHIA
CORPORATION, Anan-Shi, JP
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Kanbara Yasuo, JP

(54) Azotkowy laser pélprzewodnikowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest azotkowy laser potprzewo-
dnikowy zawierajgcy rezonator z obszarem czynnym z pétprze-
wodnika azotkowego pomigedzy azotkowg warstwg potprzewod-
nikowg typu n i azotkowg warstwg potprzewodnikowg typu p,
w ktérym przynajmniej zwierciadto emitujgce promieniowanie po-
kryte jest co najmniej monokrystaliczng warstwg azotku o wzorze
ogolnym Al,Gai,InyN, w ktéorym 0<x+y<1, 0sx<1,0<y<1, wy-
tworzong w srodowisku nadkrytycznego roztworu zawierajgcego
amoniak, w temperaturze nizszej niz 600°C, nie powodujgcej
uszkodzenia obszaru czynnego, co jest szczegdlnie korzystne
w przypadku obszaru czynnego z potprzewodnika azotkowego
zawierajgcego In, ktory wytwarzany jest w temperaturze okoto
900°C, a w temperaturach wyzszych niz 900°C ulega degradacii.
Korzystng monokrystaliczng warstwe azotku o wzorze ogélnym
AlGaiInyN, gdzie 0sx+y<1,0<x<1i0<y<1, stanowi monokry-
staliczna warstwa GaN lub AIN o grubosci wigkszej niz 50 ang-
stremoéw, jesli materiat obszaru czynnego ma przerwe energe-
tyczng wezsza niz energetyczna GaN lub AIN.

(10 zastrzezen)
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(71) PUK-Werke KG Kunststoff-Stahlverarbeitung
GmbH & Co., Berlin, DE; VERGOKAN NV,
Oudenaarde, BE

(72) Schuhle Ullrich, Jeschke Frank
(54) Podpodlogowe gniazdo przylaczne

(57) Przedmiotem wynalazku jest podpodiogowe gniazdo
przytaczne sktadajgce sie z montowanej wstepnie na konstrukciji
nosnej stropu dolnej czesci (2) i z przyporzadkowanej do niej,
tworzacej szybik (20) goérnej czesci (12). Aby uprosci¢ montaz



